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(72) ЛІЩИНСЬКА ЛЮДМИЛА БРОНІСЛАВІВНА, 
БАРАБАН МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, ФІЛИНЮК 
МИКОЛА АНТОНОВИЧ 
(73) ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
(57) Напівпровідникова індуктивність, що містить 
транзистор, перший та другий резистори, шину 

живлення, загальну шину, вхідну клему, яка відрі-
зняється тим, що введено розділовий конденса-
тор, а як транзистор використано одноперехідний 
транзистор, друга база якого під'єднана до першо-
го виводу першого резистора і до вхідної клеми, 
другий вивід першого резистора з'єднано з шиною 
живлення, а емітер через другий резистор з'єдна-
но з шиною живлення і через розділовий конден-
сатор з загальною шиною, до якої під'єднана пер-
ша база одноперехідного транзистора. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до галузі елект-
роніки і може бути використана в якості схемотех-
нічних аналогів індуктивності. 

Відома схемотехнічна індуктивність, яка міс-
тить перший біполярний транзистор колектор яко-
го послідовно з'єднано через резистор з колекто-
ром другого біполярного транзистора, база 
першого біполярного транзистора з'єднана з коле-
ктором другого біполярного транзистора, база дру-
гого біполярного транзистора з'єднана з колекто-
ром першого біполярного транзистора, емітер 
другого біполярного транзистора з'єднано з шиною 
живлення, а емітер першого біполярного транзис-
тора з загальною шиною [Полупроводниковые 
аналоги реактивности / А.Н. Серьезнов. - М.: Зна-
ние, 1990. - С. 18]. 

Недоліком даного пристрою є схемотехнічна 
складність, велике споживання енергії і темпера-
турна нестабільність за рахунок використання де-
кількох транзисторів. 

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є напівпровідникова індуктивність, яка міс-
тить біполярний транзистор (в подальшому тран-
зистор), емітер якого під'єднаний до першого 
виводу першого резистора і до вхідної клеми, дру-
гий вивід першого резистора з'єднано з шиною 
живлення, а база через другий резистор з'єднана з 
шиною живлення і через третій резистор з колек-
тором та загальною шиною. [Dill H. Inductive 
semiconductor elements and their application in 
band-pass amplifiers // IEEE Trans. - 1961. - Vol. 
MTE, №53. - P. 236]. 

Недоліком даного пристрою є низька доброт-
ність при роботі транзистора в номінальному ре-
жимі, режимна і температурна нестабільність при 
роботі в лавинному режимі, обумовлена властиво-
стями лавинного процесу в біполярних транзисто-
рах. 

В основу корисної моделі поставлено задачу 
розробки такої напівпровідникової індуктивності, в 
якій за рахунок введення нових елементів та зв'яз-
ків між ними досягається підвищення режимної 
температурної стабільності при зберіганні високої 
добротності. 

Поставлена задача вирішується тим, що в на-
півпровідникову індуктивність, яка містить транзи-
стор, перший та другий резистори, шину живлен-
ня, загальну шину, вхідну клему, введено 
розділовий конденсатор, а в якості транзистора 
використано одноперехідний транзистор, друга 
база якого під'єднана до першого виводу першого 
резистора і до вхідної клеми, другий вивід першого 
резистора з'єднано з шиною живлення, а емітер 
через другий резистор з'єднано з шиною живлення 
і через розділовий конденсатор з загальною ши-
ною, до якої також під'єднана перша база однопе-
рехідного транзистора. 

На кресленні наведено схему напівпровідни-
кової індуктивності. 

Пристрій містить одноперехідний транзистор 
1, друга база якого під'єднана до першого виводу 
першого резистора 3 і до вхідної клеми 6, другий 
вивід першого резистора 3 з'єднано з шиною жив-
лення 4, а емітер через другий резистор 2 з'єднано 

 



3 49747 4 
 

 

 

з шиною живлення 4 і через розділовий конденса-
тор 7 з загальною шиною 5, перша база однопере-
хідного транзистора 1 під'єднана до загальної ши-
ни 5. 

Пристрій працює наступним чином. Однопере-
хідний транзистор 1 представляє собою узагаль-
нений перетворювач імітансу з коефіцієнтом пере-

творення 01T . Його вихідна провідність 

.вихУ  залежить від коефіцієнта перетворення і 

величини перетвореної ємності розділового кон-

денсатора 7: 017Cj.вихУ , При великих 

значеннях струму емітера 10 , тоді реактивна 

складова вихідної провідності буде дорівнювати: 

0107Cj.вихУIm . Тобто реактивна 

складова вихідної провідності є індуктивною, а 
еквівалент індуктивності визначається з формули: 

107C2

1
.вихL . Перший резистор 3 є обме-

жуючим. Другий резистор 2 використовуються для 
падіння струму емітера. На шину живлення 4 по-
дається напруга живлення. Загальна шина 5 є за-
земленням. Вхідна клема 6 є сигнальною. 
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